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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子等の電気光学素子の発光／非発光
を制御するスイッチングトランジスタにリークが発生し
た場合であっても、信号書込期間における当該リークに
起因する発光輝度の低下を抑える。
【解決手段】画素２０が接続ノードＮ１２と接続ノード
Ｎ１３との間に接続されたスイッチングトランジスタ２
７を有し、当該スイッチングトランジスタ２７を少なく
とも信号書込期間に非導通状態にすることにより、スイ
ッチングトランジスタ２４のリークに起因する駆動トラ
ンジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓの減少を抑
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学素子と、映像信号を書き込む書き込みトランジスタと、前記書き込みトランジ
スタによって書き込まれた前記映像信号に基づいて前記電気光学素子を駆動する駆動トラ
ンジスタと、前記駆動トランジスタに対して直列に接続され、前記電気光学素子の発光／
非発光を制御する第１のスイッチングトランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電
極に一端が接続された保持容量と、前記保持容量の他端と前記駆動トランジスタのソース
電極との間に接続された第２のスイッチングトランジスタとを含む画素が行列状に配置さ
れた画素アレイ部と、
　前記書込みトランジスタを画素行単位で駆動する第１の走査手段と、
　前記第１の走査手段による走査に同期して、前記第１のスイッチングトランジスタを駆
動する第２の走査手段と、
　前記書き込みトランジスタによって前記映像信号が書き込まれてから同一画素行の信号
書込期間が終了するまでの期間において前記第２のスイッチングトランジスタを非導通状
態にし、それ以外の期間で導通状態にする第３の走査手段と
　を備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記保持容量の容量値は、前記電気光学素子の容量値よりも大きい
　ことを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記書き込みトランジスタによる前記映像信号の書き込み期間の前に、前記駆動トラン
ジスタのゲート電位およびソース電位をそれぞれ所定電位にした後、前記駆動トランジス
タの閾値電圧を検出して前記保持容量に保持する動作が行われる
　ことを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
　前記信号書込期間では、同一画素行の複数の画素を単位として当該複数の画素に対して
前記映像信号が順に書き込まれる
　ことを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項５】
　電気光学素子と、映像信号を書き込む書き込みトランジスタと、前記書き込みトランジ
スタによって書き込まれた前記映像信号に基づいて前記電気光学素子を駆動する駆動トラ
ンジスタと、前記駆動トランジスタに対して直列に接続され、前記電気光学素子の発光／
非発光を制御する第１のスイッチングトランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電
極に一端が接続された保持容量と、前記保持容量の他端と前記駆動トランジスタのソース
電極との間に接続された第２のスイッチングトランジスタとを含む画素が行列状に配置さ
れてなる表示装置の駆動方法であって、
　前記書き込みトランジスタによって前記映像信号が書き込まれてから同一画素行の信号
書込期間が終了するまでの期間において前記第２のスイッチングトランジスタを非導通状
態にし、それ以外の期間で導通状態にする
　ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　電気光学素子と、映像信号を書き込む書き込みトランジスタと、前記書き込みトランジ
スタによって書き込まれた前記映像信号に基づいて前記電気光学素子を駆動する駆動トラ
ンジスタと、前記駆動トランジスタに対して直列に接続され、前記電気光学素子の発光／
非発光を制御する第１のスイッチングトランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電
極に一端が接続された保持容量と、前記保持容量の他端と前記駆動トランジスタのソース
電極との間に接続された第２のスイッチングトランジスタとを含む画素が行列状に配置さ
れた画素アレイ部と、
　前記書込みトランジスタを画素行単位で駆動する第１の走査手段と、
　前記第１の走査手段による走査に同期して、前記第１のスイッチングトランジスタを駆
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動する第２の走査手段と、
　前記書き込みトランジスタによって前記映像信号が書き込まれてから同一画素行の信号
書込期間が終了するまでの期間において前記第２のスイッチングトランジスタを非導通状
態にし、それ以外の期間で導通状態にする第３の走査手段と
　を備えた表示装置を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、表示装置の駆動方法および電子機器に関し、特に電気光学素子を
含む画素が行列状（マトリクス状）に配置されてなる平面型（フラットパネル型）の表示
装置、当該表示装置の駆動方法および当該表示装置を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示を行う表示装置の分野では、発光素子を含む画素（画素回路）が行列状
に配置されてなる平面型の表示装置が急速に普及している。平面型の表示装置としては、
画素の発光素子として、デバイスに流れる電流値に応じて発光輝度が変化するいわゆる電
流駆動型の電気光学素子、例えば有機薄膜に電界をかけると発光する現象を利用した有機
ＥＬ(Electro Luminescence)素子を用いた有機ＥＬ表示装置が開発され、商品化が進めら
れている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置は次のような特長を持っている。すなわち、有機ＥＬ素子が１０Ｖ以
下の印加電圧で駆動できるために低消費電力であり、また自発光素子であることから、液
晶セルを含む画素ごとに当該液晶セルにて光源（バックライト）からの光強度を制御する
ことによって画像を表示する液晶表示装置に比べて、画像の視認性が高く、しかも液晶表
示装置には必須なバックライト等の照明部材を必要としないために軽量化および薄型化が
容易である。さらに、有機ＥＬ素子の応答速度が数μｓｅｃ程度と非常に高速であるため
に動画表示時の残像が発生しない。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置では、液晶表示装置と同様、その駆動方式として単純（パッシブ）マ
トリクス方式とアクティブマトリクス方式を採ることができる。ただし、単純マトリクス
方式の表示装置は、構造が簡単であるものの、電気光学素子の発光期間が走査線（即ち、
画素数）の増加によって減少するために、大型でかつ高精細な表示装置の実現が難しいな
どの問題がある。
【０００５】
　そのため、近年、電気光学素子に流れる電流を、当該電気光学素子と同じ画素回路内に
設けた能動素子、例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（一般には、ＴＦＴ(Thin Fi
lm Transistor;薄膜トランジスタ)）によって制御するアクティブマトリクス方式の表示
装置の開発が盛んに行われている。アクティブマトリクス方式の表示装置は、電気光学素
子が１フレームの期間に亘って発光を持続するために、大型でかつ高精細な表示装置の実
現が容易である。
【０００６】
　ところで、一般的に、有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性（電流－電圧特性）は、時間が経過す
ると劣化（いわゆる、経時劣化）することが知られている。有機ＥＬ素子を電流駆動する
トランジスタ（以下、「駆動トランジスタ」と記述する）としてＮチャネル型のＴＦＴを
用いた画素回路では、駆動トランジスタのソース側に有機ＥＬ素子が接続されることにな
るために、有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性が経時劣化すると、駆動トランジスタのゲート－ソ
ース間電圧Ｖｇｓが変化し、その結果、有機ＥＬ素子の発光輝度も変化する。
【０００７】
　このことについてより具体的に説明する。駆動トランジスタのソース電位は、当該駆動
トランジスタと有機ＥＬ素子の動作点で決まる。そして、有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性が劣
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化すると、駆動トランジスタと有機ＥＬ素子の動作点が変動してしまうために、駆動トラ
ンジスタのゲートに同じ電圧を印加したとしても駆動トランジスタのソース電位が変化す
る。これにより、駆動トランジスタのソース－ゲート間電圧Ｖｇｓが変化するために、当
該駆動トランジスタに流れる電流値が変化する。その結果、有機ＥＬ素子に流れる電流値
も変化するために、有機ＥＬ素子の発光輝度が変化することになる。
【０００８】
　また、ポリシリコンＴＦＴを用いた画素回路では、有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性の経時劣
化に加えて、駆動トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈや、駆動トランジスタのチャネルを構成
する半導体薄膜の移動度（以下、「駆動トランジスタの移動度」と記述する）μが経時的
に変化したり、製造プロセスのばらつきによって閾値電圧Ｖｔｈや移動度μが画素ごとに
異なったりする（個々のトランジスタ特性にばらつきがある）。
【０００９】
　駆動トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈや移動度μが画素ごとに異なると、画素ごとに駆動
トランジスタに流れる電流値にばらつきが生じるために、駆動トランジスタのゲートに画
素間で同じ電圧を印加しても、有機ＥＬ素子の発光輝度に画素間でばらつきが生じ、その
結果、画面の一様性（ユニフォーミティ）が損なわれる。
【００１０】
　そこで、有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性が経時劣化したり、駆動トランジスタの閾値電圧Ｖ
ｔｈや移動度μが経時変化したりしても、それらの影響を受けることなく、有機ＥＬ素子
の発光輝度を一定に保つようにするために、有機ＥＬ素子の特性変動に対する補償機能、
さらには駆動トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈの変動に対する補正（以下、「閾値補正」と
記述する）や、駆動トランジスタの移動度μの変動に対する補正（以下、「移動度補正」
と記述する）の各補正機能を画素回路の各々に持たせる構成を採っている（例えば、特許
文献１参照）。
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－１３３５４２号公報
【００１２】
　このように、画素回路の各々に、有機ＥＬ素子の特性変動に対する補償機能および駆動
トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈや移動度μの変動に対する補正機能を持たせることで、有
機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性が経時劣化したり、駆動トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈや移動度
μが経時変化したりしたとしても、それらの影響を受けることなく、有機ＥＬ素子の発光
輝度を一定に保つことができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ここで、ある画素において、駆動トランジスタに対して直列に接続され、有機ＥＬ素子
の発光／非発光を制御するスイッチングトランジスタに、特性不良などによってリークが
発生した場合について考える。
【００１４】
　信号書込期間において、書き込みトランジスタが映像信号をサンプリングすることによ
って駆動トランジスタのゲート電極に信号電圧が書き込まれ、当該信号電圧が駆動トラン
ジスタのゲート－ソース間電圧Ｖｇｓとして保持された状態にあるときに、上記スイッチ
ングトランジスタにリークがあり、電源から当該スイッチングトランジスタを介して駆動
トランジスタに電流が流れると、駆動トランジスタのソースノードが充電されるため、駆
動トランジスタのソース電位が上昇する（その詳細については後述する）。
【００１５】
　このように、信号書込期間において、スイッチングトランジスタのリークに起因して駆
動トランジスタのソース電位が上昇すると、全画素における駆動トランジスタのゲート－
ソース間電圧Ｖｇｓが同じと仮定した場合、スイッチングトランジスタにリークが発生し
た画素の駆動トランジスタのゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが他画素よりも小さくなり、そ
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れに伴って駆動トランジスタから有機ＥＬ素子に供給される駆動電流が減少するため、発
光輝度が他画素よりも低下し、暗くなってしまう。
【００１６】
　そこで、本発明は、有機ＥＬ素子等の電気光学素子の発光／非発光を制御するスイッチ
ングトランジスタにリークが発生した場合であっても、信号書込期間における当該リーク
に起因する発光輝度の低下を抑制可能な表示装置、表示装置の駆動方法および電子機器を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明は、電気光学素子と、映像信号を書き込む書き込み
トランジスタと、前記書き込みトランジスタによって書き込まれた前記映像信号に基づい
て前記電気光学素子を駆動する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタに対して直列
に接続され、前記電気光学素子の発光／非発光を制御する第１のスイッチングトランジス
タと、前記駆動トランジスタのゲート電極に一端が接続された保持容量と、前記保持容量
の他端と前記駆動トランジスタのソース電極との間に接続された第２のスイッチングトラ
ンジスタとを含む画素が行列状に配置されてなる表示装置において、前記書き込みトラン
ジスタによって前記映像信号が書き込まれてから同一画素行の信号書込期間が終了するま
での期間において前記第２のスイッチングトランジスタを非導通状態にし、それ以外の期
間で導通状態にすることを特徴としている。
【００１８】
　上記構成の表示装置において、書き込みトランジスタによる信号書込期間に第１のスイ
ッチングトランジスタにリークがあると、当該リークに起因して駆動トランジスタのソー
スノードが充電され、駆動トランジスタのソース電位が上昇する。しかし、第２のスイッ
チングトランジスタが非導通状態になり、保持容量の他端が駆動トランジスタのソースノ
ードから電気的に切り離されることで、保持容量の保持電圧は、信号書込期間におけるソ
ース電位の上昇による影響として、スイッチングトランジスタが非導通状態になる時点ま
でのソース電位の上昇分しか影響を受けない。
【００１９】
　そして、信号書込期間が終わり、第２のスイッチングトランジスタが導通状態になり、
保持容量の他端が駆動トランジスタのソースノードと電気的に接続される際に、信号書込
期間においてリークによって上昇していた駆動トランジスタのソース電位が、保持容量に
保持されていた電荷によって引き戻される。すなわち、信号書込期間において、第１のス
イッチングトランジスタのリークに起因して駆動トランジスタのソース電位が上昇したと
しても、第２のスイッチングトランジスタの作用により、信号書込期間の終了の際には当
該ソース電位が信号書込期間に入る前の電位に近い電位に戻るため、駆動トランジスタの
ゲート－ソース間電圧のリークに起因する減少を最小限に抑えることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、信号書込期間において電気光学素子の発光／非発光を制御するスイッ
チングトランジスタにリークが発生した場合であっても、当該リークに起因する駆動トラ
ンジスタのゲート－ソース間電圧の減少分を小さくすることができるため、信号書込期間
におけるリークに起因する発光輝度の低下を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス型表示装置の構成の概略を示
すシステム構成図である。ここでは、一例として、デバイスに流れる電流値に応じて発光
輝度が変化する電流駆動型の電気光学素子、例えば有機ＥＬ素子を画素の発光素子として
用いたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の場合を例に挙げて説明する。
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【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１０は、画素２０が行列状（マ
トリクス状）に２次元配置されてなる画素アレイ部３０と、当該画素アレイ部３０の周辺
に配置され、各画素２０を駆動する駆動部とを有する構成となっている。画素２０を駆動
する駆動部としては、例えば、書き込み走査回路４０、駆動走査回路５０、第一，第二，
第三補正用走査回路６０，７０，８０および水平駆動回路９０が設けられている。
【００２４】
　画素アレイ部３０は、通常、ガラス基板等の透明絶縁基板上に形成され、平面型（フラ
ット型）のパネル構造となっている。画素アレイ部３０には、ｍ行ｎ列の画素配列に対し
て、画素行ごとに走査線３１－１～３１－ｍと駆動線３２－１～３２－ｍと第一，第二，
第三補正用走査線３３－１～３３－ｍ，３４－１～３４－ｍ，３５－１～３５－ｍがそれ
ぞれ配線され、また画素列ごとに信号線（データ線）３６－１～３６－ｎが配線されてい
る。
【００２５】
　画素アレイ部３０の各画素２０については、アモルファスシリコンＴＦＴ(Thin Film T
ransistor;薄膜トランジスタ)または低温ポリシリコンＴＦＴを用いて形成することがで
きる。低温ポリシリコンＴＦＴを用いる場合は、書き込み走査回路４０、駆動走査回路５
０、第一，第二，第三補正用走査回路６０，７０，８０および水平駆動回路９０について
も、画素アレイ部３０を形成する表示パネル（基板）上に実装することができる。
【００２６】
　書き込み走査回路４０は、シフトレジスタ等によって構成され、画素アレイ部３０の各
画素２０への映像信号の書き込みに際して、走査線３１－１～３１－ｍに対して順次書き
込み信号（走査信号）ＷＳ１～ＷＳｍを供給して画素２０を行単位で順番に走査（線順次
走査）する。
【００２７】
　駆動走査回路５０は、シフトレジスタ等によって構成され、書き込み走査回路４０によ
る走査に同期し、画素２０の発光駆動に際して、駆動線３２－１～３２－ｍに対して順次
駆動信号ＤＳ１～ＤＳｍを供給する。
【００２８】
　第一，第二，第三補正用走査回路６０，７０，８０は、シフトレジスタ等によって構成
され、後述する補正動作を実行する際に、第一，第二，第三補正用走査線３３－１～３３
－ｍ，３４－１～３４－ｍ，３５－１～３５－ｍに対して第一，第二，第三補正用走査信
号ＡＺ１１～ＡＺ１ｍ，ＡＺ２１～ＡＺ２ｍ，ＴＳ１～ＴＳｍを適宜供給する。
【００２９】
　水平駆動回路９０は、輝度情報に応じた映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇ（以下、単に「信
号電圧Ｖｓｉｇ」と記述する場合もある）を、書き込み走査回路４０による走査に同期し
て信号線３６－１～３６－ｎに供給する。この水平駆動回路９０は、例えば、信号電圧Ｖ
ｓｉｇを行（ライン）単位で書き込む線順次書き込みの駆動形態を採っている。
【００３０】
（画素回路）
　図２は、画素（画素回路）２０の具体的な構成例を示す回路図である。
【００３１】
　図２に示すように、画素２０は、デバイスに流れる電流値に応じて発光輝度が変化する
電流駆動型の電気光学素子、例えば有機ＥＬ素子２１を発光素子として有し、当該有機Ｅ
Ｌ素子２１に加えて、駆動トランジスタ２２、書き込み（サンプリング）トランジスタ２
３、スイッチングトランジスタ２４～２７および保持容量２８を構成素子として有する画
素構成、即ち６つのトランジスタ（Ｔｒ）と１つの容量素子（Ｃ）からなる６Ｔｒ／１Ｃ
の画素構成となっている。
【００３２】
　かかる構成の画素２０においては、駆動トランジスタ２２、書き込みトランジスタ２３
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およびスイッチングトランジスタ２５，２６，２７としてＮチャネル型のＴＦＴが用いら
れ、スイッチングトランジスタ２４としてＰチャネル型のＴＦＴが用いられている。ただ
し、ここでの駆動トランジスタ２２、書き込みトランジスタ２３およびスイッチングトラ
ンジスタ２４～２７の導電型の組み合わせは一例に過ぎず、これらの組み合わせに限られ
るものではない。
【００３３】
　有機ＥＬ素子２１は、カソード電極が第１の電源電位Ｖｃａｔ（ここでは、接地電位Ｇ
ＮＤ）に接続されている。駆動トランジスタ２２は、有機ＥＬ素子２１を電流駆動するた
めの能動素子であり、ソース電極が有機ＥＬ素子２１のアノード電極に接続されてソース
フォロア回路を形成している。
【００３４】
　書き込みトランジスタ２３は、一方の電極（ソース電極／ドレイン電極）が信号線３６
（３６－１～３６－ｎ）に接続され、他方の電極（ドレイン電極／ソース電極）が駆動ト
ランジスタ２２のゲート電極に接続され、ゲート電極が走査線３１（３１－１～３１－ｍ
）に接続されている。
【００３５】
　スイッチングトランジスタ２４は、ソース電極が第２の電源電位Ｖｃｃｐ（ここでは、
正の電源電位）に接続され、ドレイン電極が駆動トランジスタ２２のドレイン電極に接続
され、ゲート電極が駆動線３２（３２－１～３２－ｍ）に接続されている。
【００３６】
　スイッチングトランジスタ２５は、ドレイン電極が書き込みトランジスタ２３の他方の
電極（駆動トランジスタ２２のゲート電極）に接続され、ソース電極が第３の電源電位Ｖ
ｏｆｓに接続され、ゲート電極が第一補正用走査線３３（３３－１～３３－ｍ）に接続さ
れている。
【００３７】
　保持容量２８は、一端が駆動トランジスタ２２のゲート電極と書き込みトランジスタ２
３のドレイン電極との接続ノードＮ１１に接続されている。スイッチングトランジスタ２
６は、ドレイン電極が保持容量２８の他端に、ソース電極が第４の電源電位Ｖｉｎｉ（こ
こでは、負の電源電位）に接続され、ゲート電極が第二補正用走査線３４（３４－１～３
４－ｍ）に接続されている。
【００３８】
　スイッチングトランジスタ２７は、一方の電極（ドレイン電極／ソース電極）が保持容
量２８の他端とスイッチングトランジスタ２６のドレイン電極との接続ノードｎ１２に接
続され、他方の電極（ソース電極／ドレイン電極）が駆動トランジスタ２２のソース電極
と有機ＥＬ素子２１のアノード電極との接続ノードＮ１３に接続され、ゲート電極が第三
補正用走査線３５（３５－１～３５－ｍ）に接続されている。
【００３９】
　上述した接続関係にて各構成素子が接続されてなる画素２０において、各構成素子は次
のような作用をなす。
【００４０】
　書き込みトランジスタ２３は、導通（ＯＮ）状態となることにより、信号線３６を通し
て供給される映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇをサンプリングして画素２０内に書き込む。書
き込みトランジスタ２３によって書き込まれた信号電圧Ｖｓｉｇは、駆動トランジスタ２
２のゲート電極に印加されるとともに保持容量２８に保持される。
【００４１】
　駆動トランジスタ２２は、スイッチングトランジスタ２４が導通状態にあるときに、第
２の電源電位Ｖｃｃｐから電流の供給を受けて、保持容量２８に保持された信号電圧Ｖｓ
ｉｇの電圧値に応じた電流値の駆動電流を有機ＥＬ素子２１に供給することによって当該
有機ＥＬ素子２１を駆動する（電流駆動）。
【００４２】
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　駆動トランジスタ２２は、飽和領域で動作するように設計されているために定電流源と
して動作する。その結果、有機ＥＬ素子２１には、駆動トランジスタ２２から次式（１）
で与えられる一定のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓが供給される。
　　Ｉｄｓ＝（１／２）・μ（Ｗ／Ｌ）Ｃｏｘ（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）2 　……（１）
【００４３】
　ここに、Ｖｔｈは駆動トランジスタ２２の閾値電圧、μは駆動トランジスタ２２のチャ
ネルを構成する半導体薄膜の移動度（以下、単に「駆動トランジスタ２２の移動度」と記
述する）、Ｗはチャネル幅、Ｌはチャネル長、Ｃｏｘは単位面積当たりのゲート容量、Ｖ
ｇｓはソース電位を基準としてゲートに印加されるゲート－ソース間電圧である。
【００４４】
　スイッチングトランジスタ２４は導通状態になることにより、電源電位Ｖｃｃｐから駆
動トランジスタ２２に電流を供給する。すなわち、スイッチングトランジスタ２４は、駆
動トランジスタ２２への電流の供給を制御することにより、有機ＥＬ素子２１の発光／非
発光の期間を制御し、デューティ（Ｄｕｔｙ）駆動を行う。
【００４５】
　スイッチングトランジスタ２５，２６は適宜導通状態になることで、有機ＥＬ素子２１
の電流駆動に先立って駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈを検知し、その影響をキャ
ンセルするために当該検知した閾値電圧Ｖｔｈを保持容量２８にあらかじめ保持する。保
持容量２８は、表示期間に亘って駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間の電位差を保
持する。
【００４６】
　スイッチングトランジスタ２７は、映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇが書き込まれてから、
同一画素行の信号書込期間が終了するまでの期間において接続ノードＮ１２と接続ノード
Ｎ１３との間を電気的に切り離すことにより、スイッチングトランジスタ２４にリークが
発生した場合であっても、当該リークに起因する発光輝度の低下を抑える作用をなす。
【００４７】
　画素２０では、正常な動作を保証するための条件として、第４の電源電位Ｖｉｎｉは、
第３の電源電位Ｖｏｆｓから駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈを差し引いた電位よ
りも低くなるように設定されている。すなわち、Ｖｉｎｉ＜Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈのレベル関
係となっている。
【００４８】
　また、有機ＥＬ素子２１のカソード電位Ｖｃａｔ（ここでは、接地電位ＧＮＤ）に有機
ＥＬ素子２１の閾値電圧Ｖｔｈｅｌを加えたレベルは、第３の電源電位Ｖｏｆｓから駆動
トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈを差し引いたレベルよりも高くなるように設定されて
いる。すなわち、Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌ＞Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ（＞Ｖｉｎｉ）のレベル関係
となっている。
【００４９】
（画素構造）
　図３は、画素２０の断面構造の一例を示す断面図である。図３に示すように、画素２０
は、駆動トランジスタ２２、書き込みトランジスタ２３等の画素回路が形成されたガラス
基板２０１上に絶縁膜２０２、絶縁平坦化膜２０３およびウインド絶縁膜２０４が順に形
成され、当該ウインド絶縁膜２０４の凹部２０４Ａに有機ＥＬ素子２１が設けられた構成
となっている。
【００５０】
　有機ＥＬ素子２１は、上記ウインド絶縁膜２０４の凹部２０４Ａの底部に形成された金
属等からなるアノード電極２０５と、当該アノード電極２０５上に形成された有機層（電
子輸送層、発光層、ホール輸送層/ホール注入層）２０６と、当該有機層２０６上に全画
素共通に形成された透明導電膜等からなるカソード電極２０７とから構成されている。
【００５１】
　この有機ＥＬ素子２１において、有機層２０６は、アノード電極２０５上にホール輸送
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層/ホール注入層２０６１、発光層２０６２、電子輸送層２０６３および電子注入層（図
示せず）が順次堆積されることによって形成される。そして、図２の駆動トランジスタ２
２による電流駆動の下に、駆動トランジスタ２２からアノード電極２０５を通して有機層
２０６に電流が流れることで、当該有機層２０６内の発光層２０６２において電子と正孔
が再結合する際に発光するようになっている。
【００５２】
　図３に示すように、画素回路が形成されたガラス基板２０１上に、絶縁膜２０２、絶縁
平坦化膜２０３およびウインド絶縁膜２０４を介して有機ＥＬ素子２１が画素単位で形成
された後は、パッシベーション膜２０８を介して封止基板２０９が接着剤２１０によって
接合され、当該封止基板２０９によって有機ＥＬ素子２１が封止されることにより、表示
パネルが形成される。
【００５３】
　以上説明した画素２０の構成において、本実施形態では、接続ノードＮ１２（保持容量
２８の他端）と接続ノードＮ１３（駆動トランジスタ２２のソース電極／有機ＥＬ素子２
１のアノード電極）との間に接続されたスイッチングトランジスタ２７を有する点を特徴
としている。因みに、特許文献１記載の従来技術に係る画素構成においては、接続ノード
Ｎ１２と接続ノードＮ１３とが電気的に接続された構成となっている。
【００５４】
［基本的な回路動作の説明］
　ここで、先ず、図４に示すように、スイッチングトランジスタ２７を持たず、保持容量
２８の他端と駆動トランジスタ２２のソース電極／有機ＥＬ素子２１のアノード電極とが
電気的に接続された状態にある従来技術に係る画素２０′を有するアクティブマトリック
ス型有機ＥＬ表示装置における基本的な回路動作について、図５のタイミング波形図を用
いて説明する。
【００５５】
　図５には、ある画素行の各画素２０を駆動する際に、書き込み走査回路４０から画素２
０に与えられる書き込み信号ＷＳ（ＷＳ１～ＷＳｍ）、駆動走査回路５０から画素２０に
与えられる駆動信号ＤＳ（ＤＳ１～ＤＳｍ）および第一，第二補正用走査回路６０，７０
から画素２０に与えられる第一，第二補正用走査信号ＡＺ１（ＡＺ１１～ＡＺ１ｍ），Ａ
Ｚ２（ＡＺ２１～ＡＺ２ｍ）のタイミング関係、ならびに駆動トランジスタ２２のゲート
電位Ｖｇおよびソース電位Ｖｓの変化をそれぞれ示している。
【００５６】
　ここで、書き込みトランジスタ２３およびスイッチングトランジスタ２５，２６がＮチ
ャネル型であるために、書き込み信号ＷＳおよび第一，第二補正用走査信号ＡＺ１，ＡＺ
２については、高レベル（本例では、電源電位Ｖｃｃｐ；以下、「“Ｈ”レベル」と記述
する）の状態をアクティブ状態とし、低レベル（本例では、電源電位Ｖｃａｔ（ＧＮＤ）
；以下、「“Ｌ”レベル」と記述する）の状態を非アクティブ状態とする。また、スイッ
チングトランジスタ２４がＰチャネル型であるために、駆動信号ＤＳについては、“Ｌ”
レベルの状態をアクティブ状態とし、“Ｈ”レベルの状態を非アクティブ状態とする。
【００５７】
　時刻ｔ１で駆動信号ＤＳが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移し、スイッチングトラ
ンジスタ２４が非導通（ＯＦＦ）になった状態で、時刻ｔ２で第二補正用走査信号ＡＺ２
が“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移し、スイッチングトランジスタ２６が導通状態に
なることにより、駆動トランジスタ２２のソース電極にはスイッチングトランジスタ２６
を介して電源電位Ｖｉｎｉが印加される。
【００５８】
　このとき、先述したように、Ｖｉｎｉ＜Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌのレベル関係にあるため
に、有機ＥＬ素子２１は逆バイアス状態となる。したがって、有機ＥＬ素子２１には電流
が流れず、非発光状態にある。
【００５９】
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　次に、時刻ｔ３で第一補正用走査信号ＡＺ１が“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移し
、スイッチングトランジスタ２５が導通状態になることにより、駆動トランジスタ２２の
ゲート電極にはスイッチングトランジスタ２５を介して電源電位Ｖｏｆｓが印加される。
このとき、駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓは、Ｖｏｆｓ－Ｖｉｎｉ
という値をとる。ここで、先述したように、Ｖｏｆｓ－Ｖｉｎｉ＞Ｖｔｈのレベル関係を
満たしている。
【００６０】
（閾値補正期間）
　次に、時刻ｔ４で第二補正用走査信号ＡＺ２が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに遷移し
、スイッチングトランジスタ２６が非導通状態になり、その後、時刻ｔ５で駆動信号ＤＳ
が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに遷移し、スイッチングトランジスタ２４が導通状態に
なることにより、駆動トランジスタ２２にはそのゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた電
流が流れる。
【００６１】
　このとき、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓよりも有機ＥＬ素子２１のカソード
電位Ｖｃａｔが高く、有機ＥＬ素子２１が逆バイアス状態にあり、駆動トランジスタ２２
から流れる電流がノードＮ１３→ノードＮ１２→保持容量２８→ノードＮ１１→スイッチ
ングトランジスタ２５→電源電位Ｖｏｆｓの経路で流れるために、当該電流に応じた電荷
が保持容量２８に充電される。また、保持容量２８の充電に伴って駆動トランジスタ２２
のソース電位Ｖｓが電源電位Ｖｉｎｉから時間の経過とともに徐々に上昇する。
【００６２】
　そして、一定時間が経過し、駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが当
該駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈと等しくなったところで、駆動トランジスタ２
２がカットオフする。これにより、駆動トランジスタ２２に電流が流れなくなるために、
駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓ、即ち閾値電圧Ｖｔｈが閾値補正用
の電位として保持容量２８に保持される。
【００６３】
　その後、時刻ｔ６で駆動信号ＤＳが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移し、スイッチ
ングトランジスタ２４が非導通状態になる。この時刻ｔ５から時刻ｔ６までの期間が駆動
トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈを検出して保持容量２８に保持する期間である。ここ
では、便宜上、この一定期間ｔ５－ｔ６を閾値補正期間と呼ぶこととする。その後、時刻
ｔ７で第一補正用走査信号ＡＺ１が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに遷移し、スイッチン
グトランジスタ２５が非導通状態になる。
【００６４】
（信号書込期間）
　続いて、時刻ｔ８で書き込み信号ＷＳが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移し、書き
込みトランジスタ２３が導通状態になることにより、当該書き込みトランジスタ２３によ
って映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇがサンプリングされ、画素内に書き込まれるために、駆
動トランジスタ２２のゲート電位Ｖｇが信号電圧Ｖｓｉｇになる。この信号電圧Ｖｓｉｇ
は保持容量２８に保持される。
【００６５】
　このとき、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓは、書き込みトランジスタ２３によ
るサンプリング時の駆動トランジスタ２２のゲート電位Ｖｇの振幅に対して、保持容量２
８と有機ＥＬ素子２１との容量カップリングによって上昇する。
【００６６】
　ここで、保持容量２８の容量値をＣｃｓ、有機ＥＬ素子２１の容量値をＣｏｌｅｄ、駆
動トランジスタ２２のゲート電位Ｖｇの上昇分をΔＶｇとすると、駆動トランジスタ２２
のソース電位Ｖｓの上昇分ΔＶｓは、次式（２）で与えられる。
　　ΔＶｓ＝ΔＶｇ×｛Ｃｃｓ／（Ｃｏｌｅｄ＋Ｃｃｓ）｝　　　　　……（２）
【００６７】
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　また、書き込みトランジスタ２３によるサンプリングによって書き込まれた信号電圧Ｖ
ｓｉｇは、保持容量２８に保持されている閾値電圧Ｖｔｈに足し込まれる形で当該保持容
量２８に保持される。このとき、保持容量２８の保持電圧は、Ｖｓｉｇ－Ｖｏｆｓ＋Ｖｔ
ｈとなる。ここで、理解を容易にするために、Ｖｏｆｓ＝０Ｖとすると、ゲート－ソース
間電圧Ｖｇｓは、Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈとなる。
【００６８】
　このように、保持容量２８にあらかじめ閾値電圧Ｖｔｈを保持しておくことで、駆動ト
ランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈの画素ごとのばらつきや経時変化を補正することが可能
になる。すなわち、信号電圧Ｖｓｉｇによる駆動トランジスタ２２の駆動の際に、当該駆
動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈが保持容量２８に保持した閾値電圧Ｖｔｈと相殺さ
れる、換言すれば、閾値電圧Ｖｔｈの補正が行われる。
【００６９】
　この閾値電圧Ｖｔｈの補正動作により、画素ごとに閾値電圧Ｖｔｈにばらつきや経時変
化があったとしても、駆動トランジスタ２２による有機ＥＬ素子２１の駆動に対する閾値
電圧Ｖｔｈの影響をキャンセルすることができる。その結果、閾値電圧Ｖｔｈの画素ごと
のばらつきや経時変化の影響を受けることなく、有機ＥＬ素子２１の発光輝度を一定に保
つことができる。
【００７０】
（移動度補正期間）
　その後、書き込みトランジスタ２３が導通したまま、時刻ｔ９で駆動信号ＤＳが“Ｈ”
レベルから“Ｌ”レベルに遷移し、スイッチングトランジスタ２４が導通状態になること
で、電源電位Ｖｃｃｐから駆動トランジスタ２２への電流供給が開始される。ここで、Ｖ
ｏｆｓ－Ｖｔｈ＜Ｖｔｈｅｌと設定しておくことにより、有機ＥＬ素子２１が逆バイアス
状態におかれる。
【００７１】
　有機ＥＬ素子２１が逆バイアス状態にあることで、当該有機ＥＬ素子２１はダイオード
特性ではなく単純な容量特性を示すようになる。したがって、駆動トランジスタ２２に流
れるドレイン－ソース間電流Ｉｄｓは、保持容量２８の容量値Ｃｃｓと有機ＥＬ素子２１
の容量成分の容量値Ｃｏｌｅｄとを合成した容量Ｃ（＝Ｃｃｓ＋Ｃｏｌｅｄ）に書き込ま
れていく。この書き込みにより、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓが上昇する。
【００７２】
　駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓの上昇分ΔＶｓは、保持容量２８に保持された
ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓから差し引かれるように、換言すれば、保持容量２８の充電
電荷を放電するように作用することになるので、負帰還をかけられたことになる。すなわ
ち、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓの上昇分ΔＶｓは負帰還の帰還量となる。こ
のとき、駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓは、Ｖｓｉｇ－ΔＶｓ＋Ｖ
ｔｈとなる。
【００７３】
　このように、駆動トランジスタ２２に流れる電流（ドレイン－ソース間電流Ｉｄｓ）を
当該駆動トランジスタ２２のゲート入力（ゲート－ソース間の電位差）に負帰還すること
で、各画素２０における駆動トランジスタ２２のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓの移動度
μに対する依存性を打ち消す、即ち駆動トランジスタ２２の移動度μの画素ごとのばらつ
きを補正することが可能になる。
【００７４】
　図５において、書き込み信号ＷＳのアクティブ期間（“Ｈ”レベル期間）と駆動信号Ｄ
Ｓのアクティブ期間（“Ｌ”レベル期間）とがオーバーラップする期間（ｔ９－ｔ１０の
期間）、即ち書き込みトランジスタ２３とスイッチングトランジスタ２４とが共に導通状
態となるオーバーラップ期間Ｔを移動度補正期間とする。
【００７５】
　ここで、移動度μが相対的に高い駆動トランジスタと移動度μが相対的に低い駆動トラ
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ンジスタとを考えた場合、この移動度補正期間Ｔに移動度μが高い駆動トランジスタは、
移動度μが低い駆動トランジスタに対してソース電位Ｖｓが大きく上昇する。また、ソー
ス電位Ｖｓが大きく上昇するほど、駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓ
が小さくなり、電流が流れにくくなる。
【００７６】
　つまり、移動度補正期間Ｔを調整することで、移動度μの違う駆動トランジスタ２２で
同じドレイン・ソース間電流Ｉｄｓを流すことができる。この移動度補正期間Ｔで決めた
駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓを保持容量２８で維持して、当該ゲ
ート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた電流（ドレイン－ソース間電流Ｉｄｓ）を駆動トラン
ジスタ２２が有機ＥＬ素子２１に流すことによって当該有機ＥＬ素子２１が発光する。
【００７７】
（発光期間）
　時刻ｔ１０で書き込み信号ＷＳが“Ｌ”レベルになり、書き込みトランジスタ２３が非
導通状態になることにより、移動度補正期間Ｔが終了し、発光期間に入る。この発光期間
では、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓは、有機ＥＬ素子２１の駆動電圧まで上昇
する。また、駆動トランジスタ２２のゲート電極が信号線３６（３６－１～３６－ｎ）か
ら切り離されてフローティング状態にあるために、保持容量２８によるブートストラップ
動作により、ソース電位Ｖｓの上昇によってゲート電位Ｖｇもソース電位Ｖｓに連動して
上昇する。
【００７８】
　このとき、駆動トランジスタ２２のゲート電極の寄生容量をＣｇとすると、ゲート電位
Ｖｇの上昇分ΔＶｇは次式（３）で表される。
　　ΔＶｇ＝ΔＶｓ×｛Ｃｃｓ／（Ｃｃｓ＋Ｃｇ）｝　　　　　　　　……（３）
　その間、保持容量２８に保持されたゲート－ソース間電圧Ｖｇｓは、Ｖｓｉｇ－ΔＶｓ
＋Ｖｔｈの値を維持する。
【００７９】
　そして、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓの上昇に伴って、有機ＥＬ素子２１の
逆バイアス状態が解消され、順バイアス状態になると、駆動トランジスタ２２から有機Ｅ
Ｌ素子２１に対して先述した式（１）で与えられる一定のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓ
が供給されるために、有機ＥＬ素子２１は実際に発光を開始する。
【００８０】
　このときのドレイン－ソース間電流Ｉｄｓ対ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓの関係は、先
述した式（１）のＶｇｓにＶｓｉｇ－ΔＶｓ＋Ｖｔｈを代入することで、次式（４）で与
えられる。
　　Ｉｄｓ＝ｋμ（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）2 
　　　　　＝ｋμ（Ｖｓｉｇ－ΔＶｓ）2 　　　　　　　　　　　　……（４）
　上記の式（４）において、ｋ＝（１／２）（Ｗ／Ｌ）Ｃｏｘである。
【００８１】
　この式（４）から明らかなように、駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈの項がキャ
ンセルされており、駆動トランジスタ２２から有機ＥＬ素子２１に供給されるドレイン－
ソース間電流Ｉｄｓは、駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈに依存しないことが分か
る。基本的に、駆動トランジスタ２２のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓは、映像信号の信
号電圧Ｖｓｉｇによって決まる。換言すると、有機ＥＬ素子２１は、駆動トランジスタ２
２の閾値電圧Ｖｔｈの画素ごとのばらつきや経時変化の影響を受けることなく、映像信号
の信号電圧Ｖｓｉｇに応じた輝度で発光する。
【００８２】
　このように、映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇが書き込まれる前に駆動トランジスタ２２の
閾値電圧Ｖｔｈをあらかじめ保持容量２８に保持しておくことで、駆動トランジスタ２２
の閾値電圧Ｖｔｈをキャンセル（補正）し、当該閾値電圧Ｖｔｈの画素ごとのばらつきや
経時変化の影響を受けない一定のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓを有機ＥＬ素子２１に流
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すことができるために、高画質の表示画像を得ることができる（駆動トランジスタ２２の
Ｖｔｈ変動に対する補償機能）。
【００８３】
　また、上記の式（４）から明らかなように、映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇは、ドレイン
－ソース間電流Ｉｄｓの駆動トランジスタ２２のゲート入力への負帰還によって帰還量Δ
Ｖｓで補正されている。この帰還量ΔＶｓは、式（４）の係数部に位置する移動度μの効
果を打ち消すように作用する。
【００８４】
　したがって、ドレイン－ソース間電流Ｉｄｓは、実質的に、映像信号の信号電圧Ｖｓｉ
ｇのみに依存することになる。すなわち、有機ＥＬ素子２１は、駆動トランジスタ２２の
閾値電圧Ｖｔｈのみならず、駆動トランジスタ２２の移動度μの画素ごとのばらつきや経
時変化の影響を受けることなく、信号電圧Ｖｓｉｇに応じた輝度で発光する。その結果、
スジや輝度ムラのない均一な画質を得ることができる。
【００８５】
　このように、移動度補正期間Ｔ（ｔ９－ｔ１０）において、ドレイン－ソース間電流Ｉ
ｄｓを駆動トランジスタ２２のゲート入力へ負帰還し、その帰還量ΔＶｓによって信号電
圧Ｖｓｉｇを補正することで、駆動トランジスタ２２のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓの
移動度μに対する依存性を打ち消し、信号電圧Ｖｓｉｇのみに依存するドレイン－ソース
間電流Ｉｄｓを有機ＥＬ素子２１に流すことができるため、駆動トランジスタ２２の移動
度μの画素ごとのばらつきや経時変化に起因するスジや輝度ムラのない均一な画質の表示
画像を得ることができる（駆動トランジスタ２２の移動度μに対する補償機能）。
【００８６】
　ここで、電流駆動型の電気光学素子である有機ＥＬ素子２１を含む画素２０が行列状に
配置されてなる有機ＥＬ表示装置１０においては、有機ＥＬ素子２１の発光時間が長くな
ると、当該有機ＥＬ素子２１のＩ－Ｖ特性が変化してしまう。それがために、有機ＥＬ素
子２１のアノード電極と駆動トランジスタ２２のソースとの接続ノードＮ１３の電位も変
化する。
【００８７】
　これに対して、上記構成のアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置１０では、駆動ト
ランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが一定値に保たれているために、有機ＥＬ
素子２１に流れる電流は変化しない。したがって、有機ＥＬ素子２１のＩ－Ｖ特性が劣化
したとしても、一定のドレイン－ソース間電流Ｉｄｓが有機ＥＬ素子２１に流れ続けるた
めに、有機ＥＬ素子２１の発光輝度の変化を抑制することができる（有機ＥＬ素子２１の
特性変動に対する補償機能）。
【００８８】
［スイッチングトランジスタのリークに伴う問題点］
　ところで、先述したように、信号書込期間（ｔ８－ｔ９）において、書き込みトランジ
スタ２３による書込みによって駆動トランジスタ２２のゲート電極に信号電圧Ｖｓｉｇが
書き込まれ、当該信号電圧Ｖｓｉｇが駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇ
ｓとして保持容量２８に保持された状態にあるときに、特性不良などによってスイッチン
グトランジスタ２４にリークが発生すると、発光輝度が低下するという問題が発生する。
以下に、その理由の詳細について説明する。
【００８９】
　映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇの書き込みにはある程度の時間が必要になる。特に、映像
信号の信号電圧Ｖｓｉｇを書き込む駆動方式の一種である、セレクタ駆動方式（時分割駆
動方式）では、同一画素行の信号書込期間内にＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）のそれぞれ
の信号電圧ＶｓｉｇＲ，ＶｓｉｇＧ，ＶｓｉｇＢを書き込む必要があるため、信号電圧の
書き込みに時間を要する。
【００９０】
　ここで、セレクタ駆動方式は、表示パネル上の信号線３６－１～３６－ｎを、パネル外
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のドライバＩＣ（図示せず）の１つの出力に対して複数本を単位（組）として割り当て、
この複数本の信号線を時分割にて順次選択する一方、その選択した信号線に対してドライ
バＩＣの各出力ごとに時系列で出力される映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇを時分割で振り分
けて供給する駆動方式である。
【００９１】
　より具体的には、セレクタ駆動方式は、ドライバＩＣの出力と表示パネル上の信号線３
６－１～３６－ｎとの関係を１対ｘ（ｘは２以上の整数）の対応関係をもって設定し、ド
ライバＩＣの１つの出力に対して割り当てられたｘ本の信号線をｘ時分割にて選択して駆
動するという駆動方式である。
【００９２】
　具体的な例としては、上述したようにｘ＝３とし、ドライバＩＣから時系列で出力され
る映像信号をＲ，Ｇ，Ｂの３色の繰返しとすることなどが考えられる。このセレクタ駆動
方式を採用することにより、ドライバＩＣの出力数および当該ドライバＩＣと表示パネル
との間の配線数を、信号線の本数の１／ｘに削減可能になる。
【００９３】
　信号書込期間においてスイッチングトランジスタ２４にリークがあると、当該リークに
起因して電源電位Ｖｃｃｐからスイッチングトランジスタ２４を介して駆動トランジスタ
２２に電流が流れ、当該電流によって駆動トランジスタ２２のソースノード（接続ノード
Ｎ１３）が充電されるため、図５に破線で示すように、駆動トランジスタ２２のソース電
位Ｖｓが上昇する。
【００９４】
　このとき、例えばセレクタ駆動方式の場合のように、Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれの信号電圧
ＶｓｉｇＲ，ＶｓｉｇＧ，ＶｓｉｇＢを書き込む信号書込期間、即ち同一画素行の信号書
込期間が長いほど駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓは、駆動トランジスタ２２のゲ
ート電位Ｖｇより閾値電圧Ｖｔｈだけ低い電位（Ｖｇ－Ｖｔｈ）まで上昇してしまう。
【００９５】
　すると、全画素における駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが同じと
仮定した場合、スイッチングトランジスタ２４にリークが発生した画素の駆動トランジス
タ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓ′が他画素のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓよりも、
ソース電位Ｖｓの上昇分だけ小さくなる。これにより、駆動トランジスタ２２から有機Ｅ
Ｌ素子２１に供給される駆動電流が減少するため、発光輝度が他画素よりも低下し、暗く
なってしまう、という問題が発生する。
【００９６】
［本実施形態の作用効果］
　これに対して、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１０は、図２に示すように、画素２
０が接続ノードＮ１２と接続ノードＮ１３との間に接続されたスイッチングトランジスタ
２７を有し、第三補正用走査回路３０（図１参照）によって映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇ
が書き込まれてから、同一画素行の信号書込期間が終了するまでの期間においてスイッチ
ングトランジスタ２７を非導通状態にする駆動を行う構成を採っている。
【００９７】
　かかる構成を採ることにより、スイッチングトランジスタ２７による作用によってスイ
ッチングトランジスタ２４のリークに起因する発光輝度の低下を抑えることができる。こ
こで、保持容量２８の容量値Ｃｃｓについては、有機ＥＬ素子２１の容量値Ｃｏｌｅｄよ
りも大きく、好ましくは十分に大きく設定することとする。
【００９８】
　以下に、スイッチングトランジスタ２７の作用について、図６のタイミング波形図を用
いてより具体的に説明する。
【００９９】
　スイッチングトランジスタ２７は、第三補正用走査回路３０から出力される第三補正用
走査信号ＴＳ（ＴＳ１～ＴＳｍ）によって導通／非導通の駆動が行われる。図６のタイミ
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ング波形図に示すように、第三補正用走査信号ＴＳは、信号書込期間の開始時刻ｔ８ａ後
の時刻ｔ８ｂから信号書込期間の終了時刻ｔ９までの期間において“Ｌ”レベル（非アク
ティブ）となり、それ以外の期間は“Ｈ”レベル（アクティブ）となる。
【０１００】
　ここで、時刻ｔ８ｂについては、信号書込期間の開始時刻ｔ８ａから映像信号の信号電
圧Ｖｓｉｇを十分に書き込むのに要する時間が経過した時刻とする。
【０１０１】
　信号書込期間に入り、映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇが書き込まれることで、保持容量２
８の保持電圧は、閾値補正期間で保持した駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖｔｈに信号
電圧Ｖｓｉｇが加えられた電圧（Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈ）となる。
【０１０２】
　そして、映像信号の信号電圧Ｖｓｉｇが十分に書き込まれた時刻ｔ８ｂで第三補正用走
査信号ＴＳが“Ｌ”レベルになることにより、スイッチングトランジスタ２７が非導通状
態になるため、保持容量２８の他端が駆動トランジスタ２２のソースノード（接続ノード
Ｎ１３）から電気的に切り離される。
【０１０３】
　ここで、信号書込期間においてスイッチングトランジスタ２４にリークがある場合、先
述したように、当該リークに起因して駆動トランジスタ２２に電流が流れ、当該電流によ
って駆動トランジスタ２２のソースノードが充電されるため、駆動トランジスタ２２のソ
ース電位Ｖｓが上昇する。
【０１０４】
　しかし、スイッチングトランジスタ２７によって保持容量２８の他端が駆動トランジス
タ２２のソースノードから電気的に切り離されることで、保持容量２８の保持電圧（Ｖｓ
ｉｇ＋Ｖｔｈ）は、信号書込期間におけるソース電位Ｖｓの上昇による影響として、スイ
ッチングトランジスタ２７が非導通状態になる時刻ｔ８ｂまでのソース電位Ｖｓの上昇分
しか影響を受けない。
【０１０５】
　ここで、時刻ｔ８ａから時刻ｔ８ｂまでのソース電位Ｖｓの上昇分をΔＶとすると、時
刻ｔ８ｂでの保持容量２８の保持電圧は、Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈ－ΔＶとなる。そして、この
保持電圧（Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈ－ΔＶ）をスイッチングトランジスタ２７が非導通状態にあ
る期間保持容量２８は保持し続ける。
【０１０６】
　そして、時刻ｔ９でスイッチングトランジスタ２７が導通状態になり、保持容量２８の
他端が駆動トランジスタ２２のソースノードと電気的に接続される際に、信号書込期間に
おいてリークによって上昇していたソース電位Ｖｓが、保持容量２８に保持されていた電
荷によってＶｓｉｇ＋Ｖｔｈ－ΔＶの電位まで引き戻される。ここで、保持容量２８の容
量値Ｃｃｓは有機ＥＬ素子２１の容量値Ｃｏｌｅｄよりも十分に大きいとする。
【０１０７】
　図７に、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖｓと接続ノードＮ１２（保持容量２８の
他端）のノード電位Ｖｎの時間推移を示す。信号書込期間におけるソース電位Ｖｓおよび
ノード電位Ｖｎの波形において、実線はノード電位Ｖｎを示し、破線はソース電位Ｖｓを
示している。また、一点鎖線はリーク無しの場合のソース電位Ｖｓおよびノード電位Ｖｎ
を示している。
【０１０８】
　このスイッチングトランジスタ２７による補正動作により、移動度補正期間（ｔ９－ｔ
１０）に入る前に駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧ＶｇｓがＶｓｉｇ＋Ｖｔ
ｈ－ΔＶになり、Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈに近くなる。すなわち、リークに起因する駆動トラン
ジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓの減少を最小限に抑え、その減少分をスイッチ
ングトランジスタ２７による補正動作を行わない従来技術の場合よりも大幅に小さくする
ことができる。
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【０１０９】
　これにより、全画素における駆動トランジスタ２２のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが同
じと仮定した場合、スイッチングトランジスタ２４にリークが発生した画素の発光輝度が
リークのない画素とほぼ同程度になり、リークに起因する画素ごとの発光輝度のばらつき
をなくすことができるため、高画質の表示画像を得ることができる。
【０１１０】
［変形例］
　上記実施形態では、スイッチングトランジスタ２７の他に、駆動トランジスタ２２、書
き込み（サンプリング）トランジスタ２３、スイッチングトランジスタ２４～２６および
保持容量２８を有する６Ｔｒ／１Ｃの画素構成の画素２０を有するアクティブマトリック
ス型有機ＥＬ表示装置１０に適用した場合を例に挙げて説明したが、本発明はこの適用例
に限られるものではない。
【０１１１】
　すなわち、スイッチングトランジスタ２４，２５は必須の構成素子ではなく、駆動トラ
ンジスタ２２に対して直列に接続され、有機ＥＬ素子２１の発光／非発光を制御するスイ
ッチングトランジスタ２４を少なくとも含む構成の画素を有する有機ＥＬ表示装置全般に
対して適用可能である。
【０１１２】
　また、上記実施形態では、画素２０の電気光学素子として、有機ＥＬ素子を用いた有機
ＥＬ表示装置に適用した場合を例に挙げて説明したが、本発明はこの適用例に限られるも
のではなく、デバイスに流れる電流値に応じて発光輝度が変化する電流駆動型の電気光学
素子（発光素子）を用いた表示装置全般に対して適用可能である。
【０１１３】
［適用例］
　以上説明した本発明による表示装置は、一例として、図８～図１２に示す様々な電子機
器、例えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末
装置、ビデオカメラなど、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機器内で生成
した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に
適用することが可能である。
【０１１４】
　このように、あらゆる分野の電子機器の表示装置として本発明による表示装置を用いる
ことにより、先述した実施形態の説明から明らかなように、本発明による表示装置は、特
定のスイッチングトランジスタのリークに起因する発光輝度の低下を抑え、画素ごとの発
光輝度のばらつきをなくすことができるため、各種の電子機器において、表示装置の高精
細化を図ることができるとともに、高画質の表示画像を得ることができる。
【０１１５】
　なお、本発明による表示装置は、封止された構成のモジュール形状のものをも含む。例
えば、画素アレイ部３０に透明なガラス等の対向部に貼り付けられて形成された表示モジ
ュールが該当する。この透明な対向部には、カラーフィルタ、保護膜等、更には、上記し
た遮光膜が設けられてもよい。尚、表示モジュールには、外部から画素アレイ部への信号
等を入出力するための回路部やＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）等が設けられ
ていてもよい。
【０１１６】
　以下に、本発明が適用される電子機器の具体例について説明する。
【０１１７】
　図８は、本発明が適用されるテレビの概観を示す斜視図である。本適用例に係るテレビ
は、フロントパネル１０２やフィルターガラス１０３等から構成される映像表示画面部１
０１を含み、その映像表示画面部１０１として本発明による表示装置を用いることにより
作成される。
【０１１８】
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　図９は、本発明が適用されるデジタルカメラの外観を示す斜視図であり、（Ａ）は表側
から見た斜視図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。本適用例に係るデジタルカメラは
、フラッシュ用の発光部１１１、表示部１１２、メニュースイッチ１１３、シャッターボ
タン１１４等を含み、その表示部１１２として本発明による表示装置を用いることにより
作製される。
【０１１９】
　図１０は、本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を示す斜視図で
ある。本適用例に係るノート型パーソナルコンピュータは、本体１２１に、文字等を入力
するとき操作されるキーボード１２２、画像を表示する表示部１２３等を含み、その表示
部１２３として本発明による表示装置を用いることにより作製される。
【０１２０】
　図１１は、本発明が適用されるビデオカメラの外観を示す斜視図である。本適用例に係
るビデオカメラは、本体部１３１、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ１３２、撮
影時のスタート／ストップスイッチ１３３、表示部１３４等を含み、その表示部１３４と
して本発明による表示装置を用いることにより作製される。
【０１２１】
　図１２は、本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機の外観を示す図であり
、（Ａ）は開いた状態での正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図
、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。本適
用例に係る携帯電話機は、上側筐体１４１、下側筐体１４２、連結部（ここではヒンジ部
）１４３、ディスプレイ１４４、サブディスプレイ１４５、ピクチャーライト１４６、カ
メラ１４７等を含み、そのディスプレイ１４４やサブディスプレイ１４５として本発明に
よる表示装置を用いることにより作製される。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成の概略を示すシステム構成図
である。
【図２】画素（画素回路）の具体的な構成例を示す回路図である。
【図３】画素の断面構造の一例を示す断面図である。
【図４】従来技術に係る画素の構成例を示す回路図である。
【図５】従来技術に係る画素を有する有機ＥＬ表示装置の基本的な回路動作の説明に供す
るタイミング波形図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の回路動作の説明に供するタイミン
グ波形図である。
【図７】駆動トランジスタのソース電位Ｖｓと保持容量の他端のノード電位Ｖｎの時間推
移を示すタイミング波形図である。
【図８】本発明が適用されるテレビの外観を示す斜視図である。
【図９】本発明が適用されるデジタルカメラの外観を示す斜視図であり、（Ａ）は表側か
ら見た斜視図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。
【図１０】本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を示す斜視図であ
る。
【図１１】本発明が適用されるビデオカメラの外観を示す斜視図である。
【図１２】本発明が適用される携帯電話機の外観を示す図であり、（Ａ）は開いた状態で
の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図、（Ｄ）は左側面図、（
Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０…有機ＥＬ表示装置、２０，２０′…画素（画素回路）、２１…有機ＥＬ素子、２
２…駆動トランジスタ、２３…書き込み（サンプリング）トランジスタ、２４～２７…ス
イッチングトランジスタ、２８…保持容量、３０…画素アレイ部、３１（３１－１～３１
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－ｍ）…走査線、３２（３２－１～３２－ｍ）…駆動線、３３（３３－１～３３－ｍ）…
第一補正用走査線、３４（３４－１～３４－ｍ）…第二補正用走査線、３５（３５－１～
３５－ｎ）…第三補正用走査線、３６（３６－１～３６－ｎ）…信号線（データ線）、４
０…書き込み走査回路、５０…駆動走査回路、６０…第一補正用走査回路、７０…第二補
正用走査回路、８０…第三補正用走査回路、９０…水平駆動回路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１１】

【図１２】
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CPC分类号 G09G3/3291 G09G3/2092 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2310/0208 G09G2310
/0251 G09G2320/0233 G09G2320/04 H01L27/3262 H01L27/3265

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/20.622.A G09G3/20.624.B G09G3/20.623.B G09G3/20.622.B G09G3/20.611.H 
G09G3/20.670.Z G09G3/20.642.C G09G3/20.642.A H05B33/14.A G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3
/3275 G09G3/3291

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC33 3K107/EE03 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080
/AA06 5C080/BB05 5C080/DD03 5C080/DD05 5C080/DD29 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 
5C080/JJ04 5C080/JJ06 5C080/KK02 5C080/KK07 5C080/KK43 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380
/AB18 5C380/AB22 5C380/AB24 5C380/AB34 5C380/AC07 5C380/AC08 5C380/AC09 5C380/AC11 
5C380/AC12 5C380/BA10 5C380/BA12 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BB22 5C380
/BD03 5C380/BD05 5C380/CA08 5C380/CA12 5C380/CA53 5C380/CA54 5C380/CA57 5C380/CB01 
5C380/CB18 5C380/CB26 5C380/CB31 5C380/CC03 5C380/CC04 5C380/CC06 5C380/CC07 5C380
/CC27 5C380/CC30 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC61 5C380/CC65 5C380/CC66 5C380/CC71 
5C380/CC77 5C380/CD015 5C380/CD016 5C380/CE09 5C380/CF07 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380
/DA47 5C380/HA03 5C380/HA05 5C380/HA08

代理人(译) 船桥 国则

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为了抑制由信号写入周期中的泄漏引起的发光亮度的降
低，即使在用于控制诸如有机EL的电光元件的发光/不发光的开关晶体管
中发生泄漏（电致发光））设备。解决方案：像素20具有连接在连接节
点N12和连接节点N13之间的开关晶体管27。通过至少在信号写入时段中
将开关晶体管27置于非连续状态，抑制了由开关晶体管24的泄漏引起的
驱动晶体管22的栅极源极之间的电压Vgs的降低。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6890976a-92fb-4139-8f5c-c0ef3db1c500
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040131806/publication/JP2008309910A?q=JP2008309910A

